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физико-математических моделей наноразмерных приборов и высо-

кие требования относительно необходимых компьютерных ресур-

сов [2]. Ввиду наличия простого унифицированного интерфейса 

подключения как нашедших широкое признание, так и новых моде-

лей, замены устаревших моделей на их новые исправленные версии, 

а также повышенного уровня абстракции язык описания аппарату-

ры Verilog-A является одним из основных способов описания ком-

пактных моделей для нового этапа их развития. 
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Магниточувствительные сенсорные приборы, принцип действия 

которых основан на эффекте Холла – полевые датчики Холла 

(ПДХ), широко используются в различных областях измерения и 

защиты информации. При изготовлении интегральных датчиков 

Холла в объемном кремнии возникают проблемы, связанные с их 

низкой чувствительностью, ограниченностью температурных ре-

жимов работы и низкой радиационной стойкостью. Решением дан-

ных проблем может быть использование технологии «кремний-на-

изоляторе» (КНИ), которая позволяет сочетать достоинства тради-

ционного элемента Холла и обеспечить требуемые эксплуатацион-

ные характеристики. 
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С использование программного комплекса компании Silvaco вы-

полнено моделирование конструкции ПДХ в виде «холловского кре-

ста» размером 30×30 мкм2 (рисунок 1). В отсеченном от подложки 

слое кремния формируется n+-n-n+ канал, толщина которого 0,2 мкм 

и уровень легирования n-области 5⋅1016 см-3 таковы, что в канале 

существует гальваническая связь обеих управляющих систем. Бла-

годаря этому свойства области пространственного заряда, создавае-

мой одной из МДП-систем вблизи соответствующего интерфейса, 

можно изменять, варьируя потенциал затвора другой МДП-системы. 

Таким образом, напряжение Холла зависит от знака и величины по-

тенциала обоих затворов МДПДМ-системы, т. е. от режимов их 

подключения к источнику питания. 

Процессы переноса носителей заряда моделируются в рамках 

диффузионно-дрейфовой модели, описываемой фундаментальной 

системой уравнений, включающей в себя уравнения непрерывности 

для электронов и дырок и уравнения Пуассона. Скорость рекомби-

нации электронов и дырок рассчитывается с учетом механизма 

Шокли-Рида-Холла и Оже-рекомбинации. 
 

 
 

1 – подложка, 2 – слой скрытого оксида, 3 – активная область, 

4 – омические контакты, 5 – токовые электроды, 6 – верхний затвор, 

7 – пленка SiO2, 8 – нижний затвор, 9 – холловские электроды, 

L − длина рабочего канала кремния (30 мкм), W – расстояние 

между холловскими контактами (20 мкм) 

Рис 1. Конструкция полевого датчика Холла 
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Полученные результаты показали, что для полевых датчиков 

Холла, изготовленных по технологии «кремний-на-изоляторе» свой-

ственна более высокая магниточувствительность (330 мВ/Тл), воз-

можность работы при высоких температурах (до 250°С), суще-

ственное снижение энергопотребления (рабочий ток не более 

0,4 мА), высокая удельная магниточувствительность (до 

6⋅103 В/А⋅Тл), а также повышенная устойчивость к стационарному 

нейтронному и импульсному ионизирующему облучению. 
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Интерес к сложным оксидам редкоземельных элементов (РЗЭ) 

связан с различной гаммой обнаруженных свойств, которые позво-

ляют использовать их в качестве термо- и химически стойких мате-

риалов во многих областях промышленности. Применение сложных 

оксидных РЗЭ в мире в настоящее время превосходит по общему 




